SFE 245 ‘ | =
Silizium-npn-Epitaxie-Planar-HF-Transistor fiir den
Betrieb in Emitterschaltung.

Fir den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Warmewiderstand Rehja |

auf Leiterplatte (Cevausit = 0,4 cm?) < 480 K/W
<

—_

auf Keramik 8 XX 10 X 0,7 mm 420 K/W
Grenzwerte Statische Kennwerte \
Uceo 40 V (bei $q == 25°C ~ 5K) -
Uceo 25V " lcBO (bei Ucp == 40 V) <05 !J.A
Ueso 4V U(sr)ceo") (bei Ic = 1 mA) =25 V
Ic 25@‘““ Uer)eso (bei lc=10uA) = 4 V
Piot (bei 0o < 25°C) g - (bei Uce= 10V,

300 mW Ic = 7 mA) < 0,185 mA
0y 150 °C .
%a =55...125°C

Dynamische Kennwerte (3o = 25°C - 5K}

~Cize (bei Uce =10V, lc=1mA, f=10,7MHz) = 0,5pF

Gpe (bei Uce =10V, lc =7 mA, R =240 Q, = 25,5dB
RL = 1,2 kQ, f= 36 MHz)
fr (bei Uce =10V, Ic=7 mA, f = 100 MHz) typ. 910 MHz

1) Messun'g erfolgt impulsmaBig



